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Communiqué de presse

Kyocera développe une nouvelle puce laser GaN, la plus petite au
monde! a étre produite en série a partir d'un substrat de travail en
silicium

La société présente un nouveau procédé visant a créer des micro-sources lumineuses
fonctionnelles d’une longueur de 100 microns. Ce procédé offrira un rendement plus
élevé a un codt réduit, permettant des lasers a cavité courte et des micro-LED pour la
conduite autonome ainsi que les applications RA et RV.

Kyoto/Paris, 24. Novembre 2022. KYOCERA Corporation a développé une nouvelle
technologie de procédés a couches minces destinée a la fabrication de substrats de silicium (Si)
uniques pour les micro-sources lumineuses a base de nitrure de gallium (GaN), y compris des

lasers a cavité courte et des micro-LED.

Substrat
micro-LED

Laser d’'une longueur de 100 microns,
développé de Kyocera

Laser d’'une longueur
de 100 microns

Qu'est-ce qu'une micro-source lumineuse ?

Une « micro-source lumineuse » est une source lumineuse dont le cété mesure moins de 100
microns (1/10eme de millimetre). Parmi les exemples figurent les lasers a cavité courte et les
micro-LED. Compte tenu du fait qu'elles offrent des avantages de performance clés, tels qu'une

définition plus élevée, une taille plus petite et un poids plus Iéger, les micro-sources lumineuses

1 La plus petite au monde : ce sont des lasers a émission par le bord a base de GaN formés a partir de substrats

en silicium. (Source : Kyocera, septembre 2022).
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sont considérées comme essentielles pour les écrans automobiles de nouvelle génération, les
lunettes intelligentes, les équipements de communication et les dispositifs médicaux. Le marché
des puces micro-LED a lui seul devrait atteindre 2,7 milliards de dollars d'ici 2026, soit un taux

de croissance composé annuel (TCAC) d'environ 241 %.?

Enjeux techniques dans la fabrication de micro-sources lumineuses

Les dispositifs de source lumineuse a base de GaN, a la fois micro-LED et laser, ont
généralement été fabriqués sur des substrats de saphir et de GaN. Les processus
conventionnels consistent a former une fine couche de dispositif GaN pour la source lumineuse
directement sur le substrat en saphir par I'action d’'une exposition a une température élevée
(1 000 °C ou plus) dans une atmosphére gazeuse contrblée. La couche de dispositif doit ensuite
étre retirée ou « pelée » du substrat afin de créer un dispositif de micro-source lumineuse a
base de GaN. Cependant, malgré la demande croissante d'appareils plus petits, trois défis
distincts limitent la capacité de ce processus a atteindre les objectifs de miniaturisation dans un

proche avenir :

1. Difficulté a peler la couche de dispositif

Dans le cas des micro-LED, les processus actuels impliquent des étapes difficiles pour diviser la
couche de dispositif en plusieurs sources lumineuses individuelles sur le substrat, puis pour
séparer (ou « peler ») la couche de dispositif du substrat. Comme les appareils deviennent de
plus en plus petits, I'enjeu technique de ce processus de séparation peut entrainer un

rendement intolérablement faible.

2. Forte densité de défauts, qualité hétérogene

La fabrication de micro-sources lumineuses est également problématique du fait que les
couches de dispositif doivent étre déposées sur du saphir, du silicium ou d'autres matériaux
comportant des structures cristallines qui different de celle de la couche de dispositif. Cela
engendre une forte densité de défauts et des problématiques inhérentes de contrble de la

qualité.

3. Codts de fabrication élevés
Les substrats GaN et saphir sont des matériaux trés codteux. Bien que les substrats de silicium
soient moins chers que le saphir, la séparation de la couche de dispositif d'un substrat de

silicium est extrémement difficile.

2 Source : TrendForce « Le marché des grands écrans micro-LED devrait atteindre 2,7 milliards de dollars

américains d'ici 2026, déclare TrendForce (ao(t 2022).
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Nouveau procédé mis au point par Kyocera

Kyocera a développé avec succes la nouvelle technologie de procédé a I'Institut de recherche
sur les matériaux et dispositifs avancés de la société a Kyoto, au Japon. Tout d'abord, la société
développe une couche de GaN sur un substrat en Si qui est disponible en gros volumes a faible
co(t. La couche de GaN est ensuite masquée avec un matériau non croissant qui présente une
ouverture au centre. Aprés cela, lorsqu'une couche de GaN se forme sur le substrat en Si, des
noyaux de GaN se développent sur l'ouverture dans le masque. La couche de GaN, étant un
noyau en croissance, présente de nombreux défauts au stade initial de sa croissance.
Cependant, en formant la couche de GaN latéralement, des couches de GaN de haute qualité
avec une faible densité de défauts peuvent étre créées et des dispositifs peuvent étre fabriqués

avec succes a partir de cette zone a faible défaut de la couche de GaN.

Noyau en (Zﬁ?e ‘2 faible  Zone de concentration des
croissance 1Al défauts
Ouvertures

Défauts

Masque

Couches de GaN

Avantages du nouveau procédé de Kyocera

1. Décollement plus facile de la couche de dispositif GaN

En masquant la couche de GaN avec un matériau qui ne se développe pas, on supprime la
liaison entre le substrat de Si et la couche de GaN, ce qui simplifie grandement le processus de

pelage.

2. Couches de dispositifs GaN de haute qualité avec une faible densité de défauts
Etant donné que le processus de Kyocera peut déposer du GaN a faible défaut sur une zone
plus large qu'auparavant, une fabrication homogéne de couches de dispositifs de haute qualité

est alors possible.

3. Codts de fabrication faibles
La nouvelle méthode de Kyocera facilite la séparation correcte et fiable de la couche de
dispositif GaN du substrat Si qui est relativement peu colteux. Ce procédé permet de réduire

considérablement les codts de fabrication.
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Applications de micro-sources lumineuses
1. Ecran transparent automobile de nouvelle génération
Dorénavant, I'avenement de la conduite autonome créera une demande d’écrans plus lumineux,

de meilleure définition, économes en énergie, plus transparents et a moindre co(t.

Ecran transparent automobile de nouvelle génération

2. Micro-sources lumineuses pour RA/RV

Le marché des micro-sources lumineuses utilisées dans la réalité augmentée (RA) et la réalité
virtuelle (RV) devrait se développer rapidement. Des lunettes intelligentes et d'autres produits
sont en cours de développement afin de faciliter la création d'espaces virtuels a travers le
métaverse en RV et le « dé-smartphoning » en RA. Alors que les lasers a semi-conducteurs
conventionnels pour la RA ont été miniaturisés a une longueur aussi petite que 300 microns,
Kyocera est le premier dans le monde a atteindre une taille de seulement 100 microns. La
société a pu atteindre cette taille en développant un tout nouveau processus de production qui
est une évolution de la méthode de clivage.

Cette « nouvelle méthode de clivage » se traduit par une réduction de taille d'environ 67 % et
permet de minimiser la consommation d'énergie. Les lasers a semi-conducteurs a faible
consommation d'énergie permettent de réduire la taille et le poids de la pile, améliorant ainsi son

assemblage.

Lunettes RA
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Kyocera proposera une large gamme de plates-formes, de substrats et de technologies de
processus pour commercialiser dans un avenir proche des micro-sources lumineuses de haute
gualité et a faible colt. Nous visons également a transformer les marchés des écrans et des

lasers de nouvelle génération & l'aide de cette nouvelle plate-forme.

Pour plus d’informations sur Kyocera: www.kyocera.fr

A propos de Kyocera

L'entreprise KYOCERA dont le sieége social est situé a Kyoto, figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de composants en
céramique fine pour l'industrie technologique. Les domaines d'activité stratégiqguement important du groupe KYOCERA, qui est
composé de 298 filiales au 31 mars 2022, sont la création de technologies d'information et de communication, des produits pour
améliorer la qualité de vie ainsi que des produits écologiques. Le groupe technologique est I'un des plus anciens fabricants
mondiaux de systéemes énergétiques intelligents avec plus de 45 ans d'expérience dans le domaine. En 2022, Kyocera obtient la
665e place du classement « Global 2000 », Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises du monde cotées
en bourse.

Avec environ 83.000 employés, Kyocera a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 13,42 milliards d'euros lors de I'exercice
financier 2021/2022. En Europe, I'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des composants
microélectroniques et des produits en céramique fine. Kyocera est représentée en France par deux sociétés indépendantes :
KYOCERA Fineceramics SAS a Rungis et KYOCERA Document Solutions France SA a Gif-sur-Yvette.

L'entreprise est également engagée sur le plan culturel : La fondation Inamori, du nom de son créateur, décerne le prix de Kyoto,
connu comme 'une des distinctions les plus dotées dans le monde entier, aux artistes et scientifiques pour récompenser I'ensemble

de leur ceuvre, correspondant a I'heure actuelle & un peu plus de 710 000 Euros*.

* Date de I'enquéte : 15.06.2022
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KYOCERA Fineceramics SAS
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